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はじめに 

 

 TIA 知財 WG の中期計画では、TIA 知財情報の効果的な発信の仕組みを構築することとしている。TIA-nano

の研究分野は広汎なため、仕組み構築に向けては段階的に取り組むこととしている。コア研究領域ごとに公開特

許のリスト、特許マップ等が整理できたものから、Webでの公開を進めていく予定である。 

 

 ナノエレクトロニクスコア研究領域のプロジェクトの技術分野は多岐にわたるが、このうち「光ネットワーク

超低エネルギー化技術拠点」（以下、VICTORIESという）の一部と、「フォトニクス・エレクトロニクス融合シ

ステム基盤技術開発」（以下、PECSTという）、「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」（以

下、新 PETRAという）は、光エレクトロニクス分野を対象としている。 

 そこで、TIA知財情報の発信の第三弾はナノエレクトロニクスコア研究領域のうち、光エレクトロニクス分野

を対象とした。 

 第１章でバックグラウンド IP（BGIP）について整理し、第２章で特許庁報告書に掲載されている技術全体と

BGIPの状況について比較した。 

 

 ここで、光エレクトロニクス関連技術の動向について整理された公開資料としては、特許庁発行の「平成２４

年度 特許出願技術動向調査報告書 光エレクトロニクス」（以下、「特許庁報告書」という）が、最も包括的で詳

細な資料の一つだと考えられる。そのため、光エレクトロニクス関連技術を取りまとめるにあたり、特許庁報告

書の取りまとめ方を参考にした。 

 この特許庁報告書（光エレクトロニクス）は、光エレクトロニクス技術の中で装置間、ボード間、チップ間、

チップ内の短距離光伝送に関する光集積回路関連技術を主な調査対象としている（特許庁報告書 1 ページ）。検

索式の調査範囲の概要は、特許庁報告書の 74 ページに記載の図 3-1-1 を参照されたい。TIA の３プロジェクト

（VICTORIESの一部、PECST、新 PETRA）と、この特許庁報告書が対象としている技術分野は、ほぼ一致し

ていると考えられる。 

 

 なお、特許庁報告書の概要版は、特許庁のホームページ（下記）に掲載されている。また、特許庁報告書は、

特許庁図書館および国立国会図書館で閲覧することができる。 

 

○参考資料 

特許庁 平成２４年度 特許出願技術動向調査報告書 光エレクトロニクス 

 

○リンク 

特許出願技術動向調査等報告（特許庁） http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/gidou-houkoku.htm 

特許庁図書館 http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/1304-025.htm 

国立国会図書館 http://www.ndl.go.jp/ 

 

http://www.ndl.go.jp/
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１．光エレクトロニクス分野の TIA関連特許 

 

１．１ バックグラウンド IP（BGIP）の条件 

 バックグラウンド IP（BGIP）は、TIA-nanoの研究成果に関連した、中核４機関（産総研、NIMS、筑波大、

KEK）が保有する既存の関連特許である。光エレクトロニクス分野（ナノエレクトロニクス研究領域）において

は、中核４機関の中でも産総研の活動が最も活発であることから、今回の BGIP の抽出に当たっては、まずは産

総研を対象として作業を行った。 

 今回は、以下の条件を満たす公開特許公報を対象として BGIPの抽出を行った。以下の４点目の①～⑦は、特

許庁報告書と同様である。 

○抽出条件： 

・国内出願特許 

・出願人に産総研を含む（共同出願を含む） 

・20年前から最新公開分まで（出願日：1994年～2012年 5月） 

・光エレクトロニクス関連の技術（①ケイ素、ゲルマニウム 光集積回路、②ポリマー・Si光導波路、③光

スイッチ、光変調器、④受光素子（Si、Ge）、⑤半導体レーザ（Si、Ge）、⑥多重化（WDM）、⑦実装） 

 

１．２ 特許情報の抽出 

 公開特許情報のデータベースから、検索条件を設定して公開特許公報を抽出した。検索条件の設定に当たって

は、特許庁報告書の検索式を参考にした上で、産総研のエレクトロニクス分野知財担当者と協議し、検索結果を

確認しつつ設定した。 

 検索条件として表 1-1のとおり設定し（対象文献：特許（公開系＋登録系））、商用特許検索システム「ＮＲＩ

サイバーパテントデスク２」により 11月中旬に検索を行った。 

 

表 1-1 検索式一覧 

番号 検索条件 件数 備考 

S1 本文全文：Si+シリコン+ケイ素+珪素+けい素+Ge+ゲルマニウム+ゲ

ルマニュウム 

3,923,710  

S2 IPC：G02B6/12^+G02B6/14 18,149 光集積回路 

S3 S1 AND S2 13,539 ①  

S4 本文全文：[(導波路+PLC+平面光回路)*(ポリマ+高分子+プラスチッ

ク+プラスティック+有機)]A10 

7,002  

S5 本文全文：[(導波路+PLC+平面光回路)*(Si+シリコン+けい素+珪素+

ケイ素)]A10 

10,871  

S6 IPC：G02B6/28^+G02B6/30+G02B6/32+G02B6/34 10,468 光学的結合 

S7 （S4 OR S5） AND S6 1,014 ②  

S8 本文全文：光スイッチ+オプティカルスイッチ+オプトスイッチ 31,798  

S9 IPC：G02B6/12^ 17,889 光集積回路 

S10 IPC：G02F1/313 2,413 光偏向 

S11 （S8 AND S9） OR S10 4,750 ③  

S12 本文全文：Si+シリコン+ケイ素+珪素+けい素+Ge+ゲルマニウム+ゲ

ルマニュウム 

3,923,710  

S13 IPC：H01L31/0248^+H01L31/08^ 21,853 受光素子 



3 

 

S14 S12 AND S13 16,867 ④  

S15 本文全文：Si+シリコン+ケイ素+珪素+けい素+Ge+ゲルマニウム+ゲ

ルマニュウム 

3,923,710  

S16 IPC：H01S5/00^ 48,855 半導体レー

ザ 

S17 S15 AND S16 31,935 ⑤  

S18 本文全文：波長分割多重+WDM 18,474  

S19 IPC：G02B6/12^+G02B6/14 18,149 光集積回路 

S20 S18 AND S19 1,988 ⑥  

S21 発明の名称+要約+クレーム：光+オプティカル+オプチカル+オプト 1,747,800  

S22 IPC：H05K1/00+H05K1/02^ 46,518 印刷回路 

S23 IPC：G02B6/122^+G02B6/42^ 20,754 光集積回路 

S24 本文全文：設置+マウント+実装+接合+ジャンクション+カップリング

+接続+コネクタ+パッケージ+熱設計+電気回路+モジュレーション+

配線+プロトコル+接着+結合+ボンディング+配置+アライメント+ア

ラインメント 

10,109,022  

S25 本文全文：Si+シリコン+ケイ素+珪素+けい素+Ge+ゲルマニウム+ゲ

ルマニュウム 

3,923,710  

S26 （（S21 AND S22） OR S23） AND （S24 AND S25） 13,115 ⑦  

S27 S3 OR S7 OR S11 OR S14 OR S17 OR S20 OR S26 67,691 ①から⑦ま

で加算 

S28 出願日：1994年 01月～2012年 05月 6,826,324  

S29 出願人・権利者：独立行政法人産業技術総合研究所 22,164  

S30 S27 AND S28 AND S29 193  

※ IPC は、国際特許分類。各々G02B6/12 は、（ライトガイドのうち）集積回路型のもの、G02B6/122 は、基本的光

素子、G02B6/14は、モード変換器、G02B6/28は、信号を混合・分岐する導波路、G02B6/30は、ファイバと薄膜

装置との間で使用されるもの、G02B6/32は、レンズ集光手段を有するもの、G02B6/34 は、プリズムまたは回折格

子を利用するもの、G02B6/42は、ライトガイドと光電素子との結合、 

G02F1/313は、（光スイッチのうち）光導波路構造のもの、 

H01L31/0248は、（半導体装置のうち）半導体本体に特徴のあるもの、H01L31/08は、輻射線が装置内を流れる電

流を制御するもの、 

H01S5/00は、半導体レーザ、 

H05K1/00は、印刷回路、H05K1/02は、（印刷回路の）細部、を表す。 

※ ^ は階層検索を表す記号。 
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１．３ 特許情報のスクリーニングと抽出結果 

 上記の条件から 193件の公開特許公報が抽出された。プロジェクト関係者らとの協議の結果、BGIPとして整

理する範囲は、原則として当該３プロジェクト（VICTORIES、PECST、新 PETRA）の産総研メンバが発明者

である特許を対象とすることとした。特許リストで発明者を目視確認して無関係の特許は除去し、プロジェクト

関係者らの確認を受けた。その結果、89件の特許が抽出された。表 1-2では、参考までに日本国全体の光エレク

トロニクス関連出願もあわせて示した。これは上記表１の検索条件において「S29出願人・権利者」の条件を指

定しなかった場合の検索結果である。 

 

表 1-2 光エレクトロニクス関連特許の出願件数 

TIAの３プロジェクト関連 産総研 日本国全体 

89 193 40,619 
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１．４ 光エレクトロニクス分野の BGIP 

１．４．１ IPC別に見た BGIP 

 光エレクトロニクス分野の BGIP の件数を筆頭 IPC 別に示したのが表 1-3 である。各筆頭 IPC の出願件数を

クリックすることで、BGIPの詳細を見ることができる。件数が多い順に見てみると、まず大分類の IPCサブク

ラスでは、G02B（光学装置）が 51件と過半数を占めており、次いで G02F（光の制御）の 15件、H01S（誘導

放出装置）の 11件となっている。小分類で見ると、最も多いのは G02B6/122の 15件で、次いで G02B6/12と

G02B6/13が 11件となっている。 

 なお、IPC は何層もの階層構造になっているが、この表では IPC のサブクラスと最下層の内容のみ示し、そ

の間の階層の記載を省略している。この表のようにサブクラスと最下層の記載内容だけで、技術内容を判断する

ことは困難であるため、各 IPC の詳細な内容は、特許電子図書館のパテントマップガイダンスのページ< 

http://www5.ipdl.inpit.go.jp/pmgs1/pmgs1/pmgs >等を参照されたい。 

 

 表 1-3 光エレクトロニクス分野 BGIPの筆頭 IPC別出願件数 

 

No. 筆頭IPC
出願件
数※

技術説明・大分類（IPCサブクラス） 技術説明・小分類（IPCメイングループ以下）

1 C08J7/00 1 仕上げ；一般的混合方法 高分子物質から製造された成形体の処理または被覆

2 G02B1/02 1 光学要素，光学系，または光学装置 ・結晶，例．岩塩，半導体，で作られたもの

3 G02B5/08 1 光学要素，光学系，または光学装置 ・反射鏡

4 G02B5/18 4 光学要素，光学系，または光学装置 ・回折格子

5 G02B6/00 2 光学要素，光学系，または光学装置
ライトガイド；ライトガイドおよびその他の光素子，例．カップリング，からなる
装置の構造的細部

6 G02B6/12 11 光学要素，光学系，または光学装置 ・・集積回路型のもの

7 G02B6/122 15 光学要素，光学系，または光学装置 ・・・基本的光素子

8 G02B6/126 1 光学要素，光学系，または光学装置 ・・・偏光効果を用いるもの

9 G02B6/13 11 光学要素，光学系，または光学装置 ・・・製造方法に特徴のある集積光回路

10 G02B6/42 5 光学要素，光学系，または光学装置 ・・ライトガイドと光電素子との結合

11 G02F1/01 4 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・強度，位相，偏光または色の制御のためのもの

12 G02F1/015 1 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・少なくとも１つの電位障壁を有する半導体素子に基いたもの

13 G02F1/017 1 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・・周期的または準周期的なポテンシャル変化を持つ構造

14 G02F1/025 1 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・・光導波路構造のもの

15 G02F1/29 1 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・光ビームの位置または方向の制御のためのもの，すなわち偏向

16 G02F1/31 1 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・ディジタル偏向装置

17 G02F1/313 5 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・・光導波路構造のもの

18 G02F1/355 1 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・使用物質に特徴があるもの

19 H01L21/302 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置
・・・・・表面の物理的性質または形状を変換するため，例．エッチング，ポリ
シング，切断

20 H01L29/06 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置
・・半導体本体の形状に特徴のあるもの；半導体領域の形状，相対的な大き
さまたは配列に特徴のあるもの

21 H01L29/43 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置 ・・構成材料に特徴のあるもの

22 H01L31/0248 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置 ・半導体本体に特徴のあるもの

23 H01L31/04 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置 ・変換装置として使用されるもの

24 H01L31/10 5 半導体装置，他に属さない電気的固体装置 ・・少なくとも１つの電位障壁または表面障壁に特徴のあるもの

25 H01S3/10 1 誘導放出を用いた装置
・放出された放射線の強度，周波数，位相，偏光または方向の制御，例．ス
イッチング，ゲート，変調または復調

26 H01S5/10 1 誘導放出を用いた装置 ・光共振器の構造または形状

http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_hittou_02.pdf
http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_hittou_03.pdf
http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_hittou_04.pdf
http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_hittou_01.pdf
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 光エレクトロニクス分野の BGIP について、特許に付与される IPC すべてを集計し、IPC 別の件数を示した

のが表 1-4である。各 IPCの件数をクリックすることで、BGIPの詳細を見ることができる。件数が多い順に見

てみると、まず大分類の IPC サブクラスでは、G02B（光学装置）が 120件と過半数を占めており、次いで H01S

（誘導放出装置）の 43件、G02F（光の制御）の 38件となっており、上位 3位までの大分類で全体の約 85％を

占めている。小分類で見ると、最も多いのは G02B6/12の 31件で、二番目が G02B6/122と G02B6/13の 27件、

四番目が G02F1/01の 11件となっている。 

 大分類（IPCサブクラス）において先ほどの筆頭 IPCの上位ランキングと比較してみると、1位は G02F（光

の制御）で同様であるが、全 IPCの集計では 2位が H01S（誘導放出装置）、3位が G02F（光の制御）で、筆頭

IPC の集計の 2位、3位が逆転した形となっている。 

 

 表 1-4 光エレクトロニクス分野 BGIPの全 IPC別出願件数 

 

27 H01S5/12 2 誘導放出を用いた装置
・・周期構造を有する共振器，例．分布帰還型レーザ（ＤＦＢレーザ）における
もの

28 H01S5/343 5 誘導放出を用いた装置 Ａ↓Ｉ↓Ｉ↓ＩＢ↓Ｖ族化合物におけるもの，例．ＡｌＧａＡｓレーザ

29 H01S5/50 2 誘導放出を用いた装置 ・５／０２～５／３０に分類されない増幅器の構造

30 H04B10/00 1 伝送
無線波以外の電磁波，例．赤外線，可視光または紫外線，を使用する，ま
たは微粒子放射線，例．量子通信，を使用する伝送方式

総計 89

※　特許に付与される筆頭IPCを集計した。

※※　IPCは何層もの階層構造になっているが、ここではIPCの最下層の内容のみ示している。この表のように、

　　　　サブクラスと最下層の記載内容だけで技術内容を判断することは難しいため、各IPCの詳細な内容は、

　　　　特許電子図書館のパテントマップガイダンスのページ等で照会されたい。

　　　　○特許電子図書館・パテントマップガイダンスのページ

　　　　http://www5.ipdl.inpit.go.jp/pmgs1/pmgs1/pmgs

No. 全IPC
出願件
数※

技術説明・大分類（IPCサブクラス） 技術説明・小分類（IPCメイングループ以下）※※

1 C01B31/02 2 非金属元素；その化合物 ・炭素の製造；精製

2 C03B32/00 1
ガラス、鉱物またはスラグウールの製造または成形；または、それらの
補助プロセス

２５／００～３１／００のグループに分類されないガラス製品の熱後処理

3 C03C3/089 1 ガラスの表面処理；ガラスのガラスまたは他物質への接着 ・・・ほう素を含むもの

4 C03C4/12 1 ガラスの表面処理；ガラスのガラスまたは他物質への接着 ・発光ガラス用；けい光ガラス用

5 C03C23/00 1 ガラスの表面処理；ガラスのガラスまたは他物質への接着 繊維やフィラメントの形態をとらない繊維以外のガラスのその他の表面処理

6 C08J7/00 1 仕上げ；一般的混合方法 高分子物質から製造された成形体の処理または被覆

7 C08K3/04 1 無機または非高分子有機物質の添加剤としての使用 ・・炭素

8 C08K5/00 1 無機または非高分子有機物質の添加剤としての使用 有機配合成分の使用

9 C08K5/101 1 無機または非高分子有機物質の添加剤としての使用 ・・・モノカルボン酸の

10 C08K5/372 1 無機または非高分子有機物質の添加剤としての使用 ・・チオエーテル

11 C08L101/00 2 高分子化合物の組成物 不特定の高分子化合物の組成物

12 G01J9/02 1
赤外線，可視光線または紫外線の強度，速度，スペクトル，偏光，位
相またはパルスの測定；色の測定

・干渉法によるもの

13 G02B1/02 2 光学要素，光学系，または光学装置 ・結晶，例．岩塩，半導体，で作られたもの

14 G02B5/08 1 光学要素，光学系，または光学装置 ・反射鏡

15 G02B5/18 8 光学要素，光学系，または光学装置 ・回折格子

http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_hittou_04.pdf
http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_all_01.pdf
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16 G02B5/30 2 光学要素，光学系，または光学装置 ・偏光要素

17 G02B6/00 3 光学要素，光学系，または光学装置
ライトガイド；ライトガイドおよびその他の光素子，例．カップリング，からなる
装置の構造的細部

18 G02B6/02 2 光学要素，光学系，または光学装置 ・クラッドを有する光ファイバ

19 G02B6/04 1 光学要素，光学系，または光学装置 ・ファイバ束により形成されたもの

20 G02B6/10 2 光学要素，光学系，または光学装置 ・光導波路型のもの

21 G02B6/12 31 光学要素，光学系，または光学装置 ・・集積回路型のもの

22 G02B6/122 27 光学要素，光学系，または光学装置 ・・・基本的光素子

23 G02B6/126 2 光学要素，光学系，または光学装置 ・・・偏光効果を用いるもの

24 G02B6/13 27 光学要素，光学系，または光学装置 ・・・製造方法に特徴のある集積光回路

25 G02B6/30 3 光学要素，光学系，または光学装置 ・・・ファイバと薄膜装置との間で使用されるもの

26 G02B6/42 9 光学要素，光学系，または光学装置 ・・ライトガイドと光電素子との結合

27 G02F1/01 11 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・強度，位相，偏光または色の制御のためのもの

28 G02F1/015 1 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・少なくとも１つの電位障壁を有する半導体素子に基いたもの

29 G02F1/017 2 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・・周期的または準周期的なポテンシャル変化を持つ構造

30 G02F1/025 2 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・・光導波路構造のもの

31 G02F1/065 1 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・・光導波路構造のもの

32 G02F1/29 1 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・光ビームの位置または方向の制御のためのもの，すなわち偏向

33 G02F1/31 2 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・ディジタル偏向装置

34 G02F1/313 10 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・・光導波路構造のもの

35 G02F1/355 1 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・使用物質に特徴があるもの

36 G02F1/365 5 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・光導波路構造のもの

37 G02F1/39 1 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・・光，赤外もしくは紫外波のパラメトリック発振または増幅のためのもの

38 G02F2/02 1 光の強度，色，位相，偏光または方向の制御 ・光の周波数変換，例．量子カウンター

39 H01L21/205 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置
・・・・・固体を析出させるガス状化合物の還元または分解を用いるもの，すな
わち化学的析出を用いるもの

40 H01L21/28 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置
・・・・２１／２０～２１／２６８に分類されない方法または装置を用いる半導体
本体上への電極の製造

41 H01L21/302 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置
・・・・・表面の物理的性質または形状を変換するため，例．エッチング，ポリ
シング，切断

42 H01L21/306 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置 ・・・・・・化学的または電気的処理，例．電解エッチング

43 H01L29/06 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置
・・半導体本体の形状に特徴のあるもの；半導体領域の形状，相対的な大き
さまたは配列に特徴のあるもの

44 H01L29/43 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置 ・・構成材料に特徴のあるもの

45 H01L31/02 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置 ・細部

46 H01L31/0232 3 半導体装置，他に属さない電気的固体装置 ・・装置と結合した光学素子または光学装置

47 H01L31/0248 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置 ・半導体本体に特徴のあるもの

48 H01L31/04 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置 ・変換装置として使用されるもの

49 H01L31/10 6 半導体装置，他に属さない電気的固体装置 ・・少なくとも１つの電位障壁または表面障壁に特徴のあるもの

50 H01L31/12 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置
・１つ以上の電気光源と構造的に結合されたもの，およびその電気光源と電
気的または光学的に結合されたもの

51 H01L33/00 1 半導体装置，他に属さない電気的固体装置
光の放出に特に適用される少なくとも１つの電位障壁または表面障壁を有
する半導体装置；それらの装置の細部

52 H01S3/098 1 誘導放出を用いた装置 ・モードロッキング；モード抑制

53 H01S3/10 1 誘導放出を用いた装置
・放出された放射線の強度，周波数，位相，偏光または方向の制御，例．ス
イッチング，ゲート，変調または復調

54 H01S5/00 2 誘導放出を用いた装置 半導体レーザ

http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_all_01.pdf
http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_all_02.pdf
http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_all_03.pdf
http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_all_04.pdf
http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_all_05.pdf
http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_all_06.pdf
http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_all_07.pdf


8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55 H01S5/022 3 誘導放出を用いた装置 ・・マウント；ハウジング

56 H01S5/026 4 誘導放出を用いた装置
・・モノリシックに集積された複数の構成，例．導波管，モニター用フォトデテ
クターまたは駆動素子

57 H01S5/042 4 誘導放出を用いた装置 ・・電気的励起

58 H01S5/06 1 誘導放出を用いた装置 ・レーザ出力パラメータの制御

59 H01S5/062 1 誘導放出を用いた装置 ・・電極に印加する電圧を変えることによるもの

60 H01S5/0625 1 誘導放出を用いた装置 ・・・多分割レーザにおけるもの

61 H01S5/065 2 誘導放出を用いた装置 ・・モ－ドロッキング；モード抑制；モード選択

62 H01S5/10 2 誘導放出を用いた装置 ・光共振器の構造または形状

63 H01S5/12 6 誘導放出を用いた装置
・・周期構造を有する共振器，例．分布帰還型レーザ（ＤＦＢレーザ）における
もの

64 H01S5/22 2 誘導放出を用いた装置 ・・リッジまたはストライプ構造を有するもの

65 H01S5/343 8 誘導放出を用いた装置 Ａ↓Ｉ↓Ｉ↓ＩＢ↓Ｖ族化合物におけるもの，例．ＡｌＧａＡｓレーザ

66 H01S5/40 1 誘導放出を用いた装置 ・５／０２～５／３０に分類されない２個以上の半導体レーザの配列

67 H01S5/50 4 誘導放出を用いた装置 ・５／０２～５／３０に分類されない増幅器の構造

68 H04B10/00 1 伝送
無線波以外の電磁波，例．赤外線，可視光または紫外線，を使用する，ま
たは微粒子放射線，例．量子通信，を使用する伝送方式

総計 236

※　特許に付与されるIPCすべて（FIは除く）を集計した。

※※　IPCは何層もの階層構造になっているが、ここではIPCの最下層の内容のみ示している。この表のように、サブクラスと最下層の記載内容だけ

　　　　で技術内容を判断することは難しいため、各IPCの詳細な内容は、特許電子図書館のパテントマップガイダンスのページ等で照会されたい。

　　　　○特許電子図書館・パテントマップガイダンスのページ

　　　　http://www5.ipdl.inpit.go.jp/pmgs1/pmgs1/pmgs

http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_all_07.pdf
http://tia-nano.jp/ip/pdf/hikari_ele/IPC_all_08.pdf
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１．４．２ 特許マップ 

 光エレクトロニクス分野の BGIP89 件を特許マップに表したものを図 1-1～2 に示す。これらは、課題を横軸

にとり、光集積回路、光集積回路の要素、製造方法・試験、回路設計技術を縦軸にとって相関関係を見るもので

ある。縦軸として複数取り上げているが、これらの各項目は報告書に準拠している。これらを見ると、おおまか

な傾向としては全体動向（特許庁報告書）と同様の状況となっている。次の第２章で全体動向と比較する。 

 

図 1-1 光エレクトロニクス分野の BGIPに関する課題（大分類）と光集積回路、光集積回路の要素との相関
（日本への出願、出願年：1994年-2012年） 
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図 1-2 光エレクトロニクス分野の BGIPに関する課題（大分類）と製造方法・試験、回路設計技術、伝送・
変調方式との相関（日本への出願、出願年：1994年-2012年） 
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２．光エレクトロニクス分野の技術全体動向に対する位置付け 

 

 本章では、特許庁報告書と、第１章での BGIPのマップを比較することにより、特許情報の面から光エレクト

ロニクス（ナノエレクトロニクスコア研究領域）の技術全体動向に対する位置付けを見てみる。なお、比較にあ

たっては両者の対象範囲が同一ではなく多少異なっていることに注意する必要がある。両者の具体的な範囲の違

いは表 2-1の通りである。 

 

表 2-1 全体動向の範囲と BGIPの範囲の違い 

 全体動向の範囲（特許庁報告書） BGIPの範囲（第１章） 

出願先国 日米欧中韓 日本 

出願年 2000年～2010年 1994年～2012年 5月 

 

 全体動向（特許庁報告書）と BGIP（図 2-1～2）について、縦軸・横軸ともに同一の特許マップを比較する。 
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図 2-1 光エレクトロニクス分野の BGIPに関する課題（大分類）と光集積回路、光集積回路の要素との相関（日
本への出願、出願年：1994年-2012年）（第１章 図 1-1再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特許庁報告書に掲載されている図 3-3-33（135ページ）と図 2-1を比較すると、大まかな傾向としては両者と

も同様の分布となっており、横軸の課題では「高性能化」、縦軸の光集積回路の要素では「光配線」が多くなっ

ている。詳細に見ていくと、BGIP は課題の「コストの低減」、「生産性、作業性の向上」に関しては相対的にそ

れほど多くない一方で、「小型化」に関する特許が相対的に多くなっている。また縦軸では、光集積回路の要素

の「パッシブデバイス」、「アクティブデバイス」は相対的にそれほど多くない一方で、「光配線」、光集積回路の

「Si系光集積回路」、「ポリマー光集積回路」に関する特許が相対的に多くなっている。 
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図 2-2 光エレクトロニクス分野の BGIPに関する課題（大分類）と製造方法・試験、回路設計技術、伝送・
変調方式との相関（日本への出願、出願年：1994年-2012年）（第１章 図 1-2再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特許庁報告書に掲載されている図 3-3-34（136ページ）と図 2-2を比較すると、大まかな傾向としては両者と

も同様の分布となっており、横軸の課題では「高性能化」、縦軸の製造方法・試験では「製造方法」、回路設計技

術では「光回路」、「伝送・変調方式」が多くなっている。詳細に見ていくと、BGIP は課題の「コストの低減」

に関しては相対的にそれほど多くない一方で、「高集積化」、「小型化」、「高温動作」に関する特許が相対的に多

い。BGIP は製造方法・試験の「製造方法」は相対的にそれほど多くない一方で、「構成」や「伝送・変調方式」

に関する特許が多くなっている。また課題の「高性能化」と、製造方法・試験の「構成」、回路設計技術の「光

回路」、「伝送・変調方式」との相関、課題の「高集積化」と製造方法・試験の「構成」、回路設計技術の「光電

子混載回路」、「伝送・変調方式」の相関が相対的に多くなっている。 

 




